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BF 857
BF 858
BF 859

SILIZITM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN
fiir Video-Endstufen in Fernsehempfingern
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Der Kollektor ist mit 8
dem Montageflansch ' __!,
leitend verbunden.
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Kurzdatens BF 857 BF 858 BF 859
Kollektor-Sperrspannung UI:B g = max. 160 250 a0 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ch 0" m-‘lﬁﬂ 250 300‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert IE AV " BAX. 100 mA
Eollektorstrom; Scheitelwert Il: M = max. 300 mi
Gesamtverlustleistung bei 8, = 25°C Pgy ™ WAX. 2 v
bei 8¢ S 5% Pi¢ = max. 8 W
Sperrschichttemperatur IIJ. = maX. 150 °c
Gleichstromverstirkung
hli[lclnll]'a'ullcnﬂﬂl.l B 5 26
Transit-Frequenz
bei Ucztlﬂ'ﬂ'ﬂ.ﬂ Ic-lﬂ-.l.i. Ir - a0 MHz
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Absolute Grenzwertes

Eollektor=Sperrspannung bei ‘Is = 03

Kollektor-Emitter-=
Sperrspannung bei Il = 01

Emitter-Sperrapannung bei IC = 0

Eollektorstrom, Mittelwert:
Eollektorstrom, Scheitelwert:
Basisstrom:

Gesamtverlustleistung bei Iu E zn'c:

bei 8 £ 15%:
Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturs:
Wirmewiderstand:

tvischen Sperrschicht und Umgebung:

gvischen Sperrschicht und Momtageflansch:

Kennwerteg bei lJ = 25°

Eollektor=-Restsatrom
bei I: = 0 und ch = 100 Vg
bei IE = 0 und UEB = 200 Vi
bei IE = 0 und u“ = 250 Vi
Emitter-Restsatrom
bei Iclﬂmd Uanlﬁ?l
Eollektor-Emitter-Restspannung
bei IE = 30 mA und In = 6 mA:
Gleichstromverstirkung
bei ufl = 10 V und It = 30 mA:

Transit-Frequenz

bei uﬂ! = 10 V und ID = 10 mAs
Rickvirkungakapazithit
bei Uﬂl = 30 ¥, I! a0, =1 MHz:

Transistor BF859

“CB 0 = BAX.
sz g = max.
UIB o™ BAX .
Io gy = Wax.
Il.':ll = BAX.
In & BAX.
Ptnt = BAX.
Ptnt = EAX.
‘J = EAX.
‘3 = min.
‘S = BAX
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Datasheet

BF B57 BF B8 BF 859
160 250 300 V
160 250 300 V

5 5 BV
100 mA
300 mA

50 mA

2 W

6 W

150 e

-65 %

150 °c

62,6 E/W
12,5 K/W

0,1 pA
0,1 wd

0,1 pd

100 pA

1 v

26

90 MHz
3 pF
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Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 8_ = 75°C

I Gleichstrombetrieb, IT Pulsbetrieb, V_= 0,01
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BF 857
BF 858
BF 859
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